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FT833A11产品应用设计指南  

概述 特点

FT833A11是一款高性价比的原边恒流LED驱动 

IC，芯片工作在电感电流断续模式，适用于 

85Vac~265Vac 全电压输入范围且输出功率在 

6W以下的反激式隔离 LED驱动电源。 

 

应用范围 
Ø LED射灯（如 GU10等） 

Ø LED蜡烛灯 

Ø LED球泡灯 

Ø 其他 LED照明 

 

Ø 无需光耦及 431次边元件 

Ø 无需变压器 VCC辅助供电绕组 

Ø 上电起机时间超快（<100mS@90Vac） 

Ø 内置高压 650V MOSFET 

Ø 输入线性调整率小于+/-5% 

Ø LED输出恒流精度小于+/-3% 

Ø 输出多功能保护模式，如 SCP，OVP，OTP

等 

Ø 内置过温保护功能 

Ø 外围元件十分简单，超低物料成本 
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IC 脚位配置及封装图 

脚位 名称 功能描述 

1 CS 电流取样 

2 GND IC.的接地 

3 VCC  VCC供电 

4 TP 测试Pin, 必须悬空 

5 

6 
DRAIN 内置MOSFET的漏极 

7 

8 
NC 悬空 

表 1. IC 脚位配置及功能描述 
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图 1.  SOP-8 封装顶视图 
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典型应用电路 

 

图 2. 典型应用电路 
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图 3. 内部框图 
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功能描述 
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启动控制 

FT833A11的启动电流很低，典型值是26uA.. 当系

统开始上电时，通过启动电阻给VCC电容充电，一

旦VCC电容上的电压达到VCC启动开启电压，

FT833A11将开始工作，FT833A11的VCC电压被嵌

位在15V. 由于较低的启动及正常工作电流， VCC

辅助供电绕组可以省掉。 

 

恒流控制  

FT833A11 是采用的逐周期电流检测。 通过内部

电流比较器的0.5V 参考电压与CS脚上的实际检

测电压进行比较；当CS脚上的电压达到0.5V, 内部

MOSFET将关断，  

 

通过下面公式计算初级峰值电流： 

 )(
500

_ mA
Rcs

I PKP   

流过LED的电流 Io 计算如下，  

: K
N

NI
I

S

PPKP

OUT **
2
_  

这里， 

NP: 变压器初级绕组匝数, 

NS: 变压器次边绕组匝数  

IP_PK: 变压器初级绕组的峰值电流 

K: 一个常数，即Tdis/T之比 

 

前沿消隐信号 (LEB) 

MOSFET 在每周期开启瞬间，在 CS 脚上会不可

避免地产生电压尖峰，在每个周期开启瞬间，IC 

内部将会禁止采样大约 500nS 时间；也就是在这

500nS的时间里 IC内部MOSFET不会关断， 不

管电压尖峰多高。确保 FT833A11 内部 MOSFET

不会提前误关断。  

 

工作频率 

FT833A11是工作在电感电流不连续模式(DCM)； 

不需要外部环路补偿元件就可以维持系统稳定。最

大工作频率建议在50KHz~70KHz, 如果最大工作

频率设置太高，将会影响输出LED灯的最大串数；

如果最大工作频率设置太低，LED的开路输出电压

将会上升太高。为了确保系统工作稳定，在

FT833A11内部具有限制最大与最小工作频率限制

功能。 

开关频率计算由下式给出。: 

LEDPS

LEDP

ILN

VNK
f

***2

*
2

22

  

在这里,  

LP 是变压器初级绕组的电感量; 

K是一个常数，即Tdis/T比值。 

 

过电压保护 (OVP) 

当 LED 输出端开路，输出过高的电压将会触发

FT833A11 芯片内部过电压保护逻辑电路，系统

立即停止开关，系统 VCC 电压将会被拉低然后

再又给 VCC 电容充电，随即进入打嗝模式。  

 

LED 短路保护 

当系统检测到输出 LED 端存在短路时，系统将保

持 5KHz 的频率工作，使系统输入功率损耗降到

最低。 

 

过温保护 

FT833A11 内部具有过热保护功能。FT833A11

内部过温保护门槛设置在 150 度，迟滞窗口是 25

度。当 FT833A11 内部芯片的温度上升到过热温

度门槛值时，内部 MOSFET 将立即被关断，直

到芯片的温度低于触发点的温度值大约 25 度以

下；内部芯片 MOSFET 又开始打开导通。 
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一．应用设计举例 

1．设计步骤 

在系统应用设计中，变压器设计时最重要的

一个环节。在变压器设计中，系统工作频率，磁

芯最大磁通密度以及系统工作模式是变压器设计

中需要考虑的主要因素。下面以一个 3-5W LED 

球泡灯的驱动电源设计为例，详述了设计步骤及

EXCEL 计算表格使用介绍。 
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以下是在本系统应用设计涉及到的专业参数名称

描述： 

Vac_min：最小交流输入电压； 

Vac_max：最大交流输入电压； 

Vdc_min：输入母线电压最小值； 

Vdc_max：输入母线电压最大值； 

C1：主输入电容的容值； 

T：开关管工作周期； 

f：开关管工作频率； 

FL：交流输入电压频率； 

Ton：功率三极管开通时间； 

Tdis：输出电感放电时间； 

L：初级电感量； 

Ls：次级电感量； 

Ipk：初级电流峰值； 

Ipks：次级电流峰值； 

Np：初级线圈匝数； 

Ns：次级线圈匝数； 

Naux：辅助绕组线圈匝数； 

Nps：初次级线圈匝数比； 

Vo：输出电压； 

Io：输出电流； 

VD：输出二极管的正向压降； 

Vs：Vo 与 VD之和； 

Vaux：辅助绕组供电电压； 

：系统整机转换效率； 

K：芯片内部设定的比例参数； 

Rcs：初级电流采样电阻； 

1). 设定已知参数 

交流输入电压： 

Vac_min=85V，Vac_max=265V； 

输入交流电压频率 FL=50Hz； 

输出：Vo=16.5V（LED Vf=3.3V），Io=300mA; 

系统工作频率 f=65KHZ； 

恒流比例系数 K=0.5 (K=Tdis/T) 

磁芯规格：EE13； 

磁芯截面积：AE =17.2mm2； 

最大磁通密度：Bm=270mT； 

系统整机转换效率：85%； 

 

将以上参数设定好填入设计表格中的输入部分。 

 

                表 2. 设计表格输入部分 
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2). 确定输入电容 C1 

根据经验，当输入交流电压范围为 90～

264V时，输入电容C1一般根据输入功率来选择，

其典型值为 2uF/W，由于输出为 16.5V0.3A，

Excel 表格中计算出 C1 推荐值为 9.90uF，在实

际应用中，为了降低成本，可选择 6.8uF，所以

在设计表格的 C1 修正值中填入 6.8。  

3). 确定最低 BUS 电压和最高 BUS 电压 

如图 16 所示，一般 AC 给电容 C1 充电时

间 Tc=3ms 左右，所以最低输入母线电压可以由

下式计算： 
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=64.9V 

最大输入母线电压为： 

VVV ac 3712 max_dc_max          (6) 

Excel 表格会自动计算出上面的值，以便后面计

算。 

 

 

图 10：输入母线电压波形(虚线) 

4). 确定最大匝比  

这款原边反馈控制芯片要求系统在任何条件

下都工作在不连续电流模式(DCM)，如图 17，

系统要工作在 DCM，则需要满足： 

         T         (7) 

 

图 11：主要波形 

经过公式推导，可以转化为： 

dison TT 

)
1

()1
1
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 所以为了保证工作在 DCM 状态下，理论上，

选择的 Nps 不能大于上面的计算值，这里考虑到

实际变压器绕组耦合误差，我们选择 Nps=3.8。 

5). 计算初级尖峰电流 Ipk 和电流采样电阻 Rcs 

由以下公式 

           (9) 

2

1 pks
O

IK
I

 
      (10) 

42 1
1  kK      (11) 

在这里 K 值在芯片内部设定为 0.5; 

可以推导出： 

A
N

IK
I

ps

O
pk 316.0

8.3

3.041 
 

    (12)

所以采样电阻 Rcs 为： 

 58.1
316.0

50.0

pk

csth
cs I

V
R         (13) 

其中，芯片内部设定 Vcsth 为 0.50V 

在这里，Rcs 选择 1.50R.  
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当选择 Rcs 为 1.5Ω后，Ipk 就可得出， 
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mAIpk 333
5.1

50.0
  

6). 确定初级电感量 L  

由以下公式可求出初级电感量： 

fI

P
L

PK

o






2

2


    (14) 

mH61.1
1065333.085.0

3.05.162
32





  

初级电感量一般选取时要比计算值稍小一

点，这里取：L=1.50mH 

7) 确定初级线圈匝数 Np  

先设定磁场强度 Bm，然后计算初级匝数 

Ts
BAe

IL
N

m

pk
P 108

27.02.17

333.05.1











     (15) 

其中 Ae 为所选磁芯的 Ae 截面积。 

 

为了配合变压器生产工艺，实际 Np 取 114T。 

 

计算次级线圈匝数 Ns 

次级线圈匝数为： 

Ts
N

N
N

ps

P
s 30

8.3

114
        (16) 

 

通过以上设计步骤介绍，让大家了解到系统设计

的方法； 其中表 3 是设计表格输出部分及验证

部分。 

 

备注： 

VCC 启动电阻参数选择： 

 全电压范围（90Vac~264Vac）推荐值是 2

个 300KoHm 串联; 

 高电压输入（180Vac~264Vac）推荐值是 2

个 510KoHm 串联。 

 

 

 

 
表 3 设计表格输出部分及验证部分 
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附： 5SX1W LED 球泡灯驱动电源板关键性能测试 
 

1). 电路图 

 
 

2). 效率测试 
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3). 线性调整率测试 

Vin Vs Io  Load=5W
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4). 负载调整率测试 

Vo Vs Io
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